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る乙とを示した。さらに， 2本の導波路が非平行な場合，導波路が 3 本の場合についても，結合特性の測
定が可能である乙とを示した。

















10 0 dB/cm にも遣する金属薄膜装荷ガラス導波路まで，広範囲にわたる測定が可能である乙とを示し
ているo 乙の評価法の特徴は，非破壊測定である乙と，そして上記のような種々の導波路やデバイスに同
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様に適用でき，従ってそれらを集積化した回路系に対しても適用可能なことである。さらに，本システム
においてはデバイス内部の光の伝搬を直接観測しているため，内部の欠陥の位置検出が容易であるが，乙
れはデバイスの入出力端子において特性を測る通常の評価方法においては一般に困難なことである。なお
乙乙では，低散乱導波路が対象で撮影に充分なストリーク光強度が得られないときには，乙のような場合
における導波光の簡便な可視化技術として知られていると乙ろの，微量の色素を含む誘電体薄層を導波路
表面に装荷し，そ乙からの蛍光を観測する方法を採用している。
以上のように，本論文は各種光導波路や導波形光デバイスの新しい評価システムの構成を示し，豊富な
適用例を通じてその有用性を実証しており，学位論文の価値あるものと認める。
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